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1． まえがき 

我々は次世代のフォトン検出器として超

伝導トンネル接合 (Superconducting Tunnel 

Junction : STJ)に注目し、その研究を行って

いる。STJは優れた特徴を有する反面、構造

上の問題からノイズスペクトル[1]を形成す

ること、大面積化に必要なアレイ数の制限、

などが課題として挙げられる。 

我々は、これらの問題点を解決する手段

として、3次元実装構造を有する埋め込み

型 STJ検出器を提案している[2]。これは検

出部である STJを基板内に埋め込み、貫通

電極(Through Si Via : TSV)を用いて配線

し、フリップチップ接続を行う構造からな

り、前述の課題を解決できる。現在まで

に、STJ を基板に埋め込まない 3次元実装

構造を有する STJを用いて電気的特性を得

ることに成功したが、同時に、TSV形成時

の影響で特性の劣化も見られた[3]。そこで

本研究では、TSV の作製方法の改善し、そ

の作製と評価を行ったので報告する。 

 

2． 貫通電極作製方法の改善 

前回、TSV方法が STJ のリーク電流を悪

化させた[3]。現在、電極材料堆積時のスパ

ッタプロセス中の熱に原因があると考えて

いる。この TSVは、ボッシュ・プロセス

によるエッチングで貫通孔に斜面(以降テ

ーパーと呼ぶ)を付け、電極材料をテーパ

ー部に堆積し作製している。図 1 にテーパ

ーTSVを有した STJの模式図を示す。作製

プロセスを見直すため、まず貫通孔の形状

を SEMにて観察した。その SEM 写真を図

2に示す。同図より、テーパー部にシリコ

ングラスが確認された。これにより、テー

パー部に必要以上の貫通電極材料の堆積が

必要になった。従って、このシリコングラ

スを除去することで電極材料の堆積量を減

らすことができ、スパッタ時間の減少とさ

らには歩留まりの向上にも期待できる。 

詳細については当日報告する。 
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